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Eu 添加 GaN(GaN:Eu)はシャープな発光線幅，発光波長の環境温度安定性といった特徴を持つ．

これまでに GaN:Euを活性層に用いた赤色 LEDが報告されてきた [1，2]．更なる発光出力の増大

に向けて，高品質な結晶性を維持したまま発光中心となる Euイオンを増加させる必要があるため，

我々は貫通転位が含まれず，格子定数の大きく異なるヘテロエピタキシャル成長した場合におい

てもミスフィット転位が生じにくい自己形成 GaNナノコラムを用いることを提案してきた[3]．ま

た個々の Eu イオンの高効率化を図るためには発光サイト制御が求められ，我々が報告してきた

NH3-MBE法によるMg共添加をナノコラムにも適用すべく，本研究ではこれまでに報告例のない，

RF-MBE法によるGaNナノコラム上へのNH3-MBE法によるGaN:Euナノコラムの成長を試みた． 

(111)Si基板上に基板温度860℃でRF-MBE法を用いてGaNナノコラムを90分間成長させた後，

NH3-MBE 法を用いて GaN:Eu ナノコラムを基板温度 660℃～780℃に変化させて，60 分間成長さ

せた．Gaフラックス， Euフラックス，NH3流量はそれぞれ 5.0×10-5 Pa，1.5×10-6 Pa，1.5 sccm

と一定した．作製した試料の構造図を Fig. 1に示す．成長温度 720℃で成長した GaN:Euナノコラ

ムの断面 SEM像を Fig.2に示す．GaNナノコラムは c軸に沿って垂直かつ独立した成長が確認さ

れたが，Eu添加 GaN層では横方向への成長が確認された．また，Fig. 3に PLスペクトルの成長

温度依存性を示す．成長温度 720℃及び 780℃において Eu 起因のシャープな発光スペクトルが

620nm付近に確認された．成長温度 660℃では Euイオンからの発光が確認できず，成長温度によ

って NH3の分解効率が変化し，Euの取り込みに影響を与えたと考えられる． 
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Fig.1 Schematic diagram of  

GaN:Eu on GaN nanocolumns 

 

Fig.2 cross-sectional SEM images 

of GaN:Eu on GaN nanocolumns 

 

Fig.3 PL spectrum of GaN:Eu on 

GaN nanocolumns 
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